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Resumo 

 
 

Andrade, Juliana Mesquita de; Assunção, Fernando Cosme Rizzo; Furtado, 

José Geraldo de Melo. Caracterização Microestrutural e Elétrica de 

Junções em Cerâmicas Varistoras à Base de SnO2 e ZnO. Rio de Janeiro, 

2013. 153p. Tese de Doutorado - Departamento de Engenharia de Materiais 

e Metalurgia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

O estudo a respeito de homojunções e heterojunções se apresenta como de 

grande interesse científico e tecnológico, pois os mecanismos de formação e de 

atuação dessas estruturas ainda não são plenamente conhecidos. Essas junções 

estão na base de diferentes tecnologias, tais como, diodos, transistores, capacitores 

e supercapacitores, varistores, células fotovoltaicas, detectores de luz UV, 

diversos tipos de sensores, catalisadores e fotocatalisadores, entre outros. A 

presente tese de doutorado visa contribuir para o desenvolvimento de sistemas 

cerâmicos policristalinos (micro e nanoestruturados) à base de ZnO e SnO2 e para 

a compreensão dos mecanismos de formação das homojunções e heterojunções 

presentes nesse sistema material e suas relações com o comportamento varistor, 

em termos da estabilidade e degradação dessas junções. Microscopia eletrônica de 

varredura, espectroscopia de raios-X por dispersão de energia e difração de raios-

X foram utilizadas para a caracterização microestrutural. Análises térmica e 

dilatométrica foram utilizadas para a determinação dos parâmetros e mecanismos 

de densificação e sinterização que dão origem às junções consideradas. Para a 

determinação das características elétricas foi utilizada a análise de capacitância e 

levantamento das curvas de polarização. Em função das composições químicas 

avaliadas foram obtidas microestruturas composta por homojunções e 

heterojunções, com diferentes níveis de densificação e características varistoras, 

ou seja, comportamento não-linear entre tensão e corrente elétrica, com tensões de 

chaveamento de diferentes magnitudes, permitindo relacionar o comportamento 

eletrotérmico dos varistores com as características das homojunções e 

heterojunções consideradas.  

 

Palavras-chave  

Varistor; Densificação; Sinterização; Policristalinidade; Homojunção; 

Heterojunção. 
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Abstract 

 
 

Andrade, Juliana Mesquita de; Assunção, Fernando Cosme Rizzo (Advisor); 

Furtado, José Geraldo de Melo (Coadvisor). Microstrutural and Electrical 

Junction Characterization of SnO2 and ZnO Based Ceramic Varistors. 

Rio de Janeiro, 2013.153p. Doctor Thesis - Departamento de Engenharia de 

Materiais e Metalurgia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
 

         The study about homojunctions and heterojunctions has scientific and 

technological value, because the mechanisms of formation and performance of 

these structures are not fully known. These junctions are in the base of different 

technologies, such as diodes, transistors, capacitors and supercapacitors, varistors, 

photovoltaic cells, detector of UV light, many kinds of sensors, catalysts and 

photocatalysts, among others. The present thesis aims to contribute to the 

development of polycrystalline ceramic systems (micro and nanostructured) based 

on ZnO and SnO2 and to the understanding ofthe mechanisms of formation of 

homojunctions and heterojunctions present in these systems and their relations 

with the varistor behavior, in terms of stability and degradation. Scanning electron 

microscopy, X-ray energy dispersive spectroscopy and X-ray diffraction were 

used to the microstructural characterization. Thermal and dilatometric analyses 

were used to determine the parameters and mechanisms of densification and 

sintering that give rise to the junctions considered. For the determination of the 

electrical characteristics, analysis of capacitance and polarization curves were 

used. Depending on the chemical compositions a variely of microstructures were 

obtained containing homojunctions and heterojunctions, with different 

densification levels and distinct varistors characteristics, that it, nonlinear 

behavior between voltage and electric current, with different magnitudes of 

switching voltages permitting to correlate the electrothermal behavior of varistors 

with the characteristics of homojunctions and heterojunctions considered.  

 
 

Keywords 

Varistor; Densification; Sintering; Polycrystallinity; Homojunction; 

Heterojunction. 
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